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Telefunken Transistor BUV70 Datasheet

BUV 70

Silizium-NPN-Leistungstransistor
Anwendungen: Motorregelung, getaktete Netzgerite
Besondere Merkmale:

& Implamation @ Hohe Sperrspannung
@ Dreifachdiffusions-Mesa-Technik @ Furze Schaltzeit
@ Glas passivierung @ Verlustleistung 140 W
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Standard Kunststoffgehause
1584 3 DIN 41869
TOP 3
Zubehir: Gewicht max. 5.6 g
Isolierscheibe Best. Nr. 19171 131
Montageclip Best. Nr. 191 940
Absolute Grenzdaten
Eollektor-Emitter-Sperrspannung Ut“mFs 1300 W
[BRICED 600 ¥
Kaollektorstrom .I'n 10 A
Kollekiorspitzenstrom Tera 15 A
Basisstrom I 3 A
Basisspitzenstrom fﬂM [ A
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Gesamtverlustleistung
L=25°%C

Sperrschichttemperatur

TFH

Lagerungstemparaturbareich

Maximaler Wirmewiderstand
Sperrschicht-Gehiuse

Kenngrilen

T =257, falls nicht anders angegeban

case
Kollektorreststrom
UI::E =1300V
T e =125°C, U, =1200V

cose

Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung

l.=100mA, L= 125 mH
Emitter-Basiz-Durchbruchepannung

fg=1mA
Kollektor-Sattigungsspannung

l.=9A1;=3A
Basziz-Sittigungsspannung

=3V, Iy=3A
Kollektor-Gleichstromverhaltnis

U, =2V, i.=32A

U,:E=5 'u"..l'c= 1.5 A

Upe=2V,i.=8 A
Transitfrequenz

U,:E= 10, I.=500 mA, f=1 MHz

Schaltzeiten
T =25 L
Ohmsche Last
U =250V; L= 20 s,
lo=6Alg==lg,=1A
Abfallzeit
Speicherzeit
Einschaltzeit
mit Antiséttigungsbeschaltung
Abfallzeit
Speicherzeit

Einschaltzedt
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